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1570nm PPLN Section Phase Modulator Section 1570nm PPLN Section ﬁqmger::::@mr 1560nm FPLN Section pkﬁﬁgﬂ;ﬁjslﬁmr
« Temperature : 60°C « Temperature : 60°C
« PPLN wavelength : 1570.0nm « PPLN wavelength : 1570.0nm + 1560.0nm
« PPLN length : Typ. 10mm » PPLN length : Typ. 10mm
.+ Phase modulator : V;; > 50V » Phase modulator : V;; > 50V
« Chip dimension : ~23mm (L) x ~6emm (W) X « Chipdimension : ~46mm (L) x ~6mm (W) x
~0.45mm (H) ~0.45mm (H)
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